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_ La invencién se refiere a un método para fa
bricar un condensador eléctrico de estado sélido, que
posee una capa de 4nodo, la cual se forma utilizando una
base de metal en forma de placa, disponiéndose al menos
en un lado de la misma una capa dieléetrica, un disefio
recurrente de bandas o pistas de material eléctricamen-
te aislante que subdivide la base en zonas regularmente
dispuestas, limitadas por las bandas, y una capa de ¢4~
todo eléctricamente conductora, tras lo cual se corta un
condensador desde la base con las capas presentes sobre
la misma seguin un disefio que corresponde a las zonas 1i
mitadas por las pistas o bandas., El condensador a que se
hace referencia en el pdrrafo primero debe éntenderse que
se trata de un condensador que poseé una capa de cdtodo
que comprende al menos una oapa conductora, capa Bemi-con
ductora o capa electrolitica. |

Se conoce un método de esta clase a partir
de la memorie de la patente de EE.UU, 3.469.294, Segén
el método que se describe en la referida memoria de pa-
tente, el depdsito de la capa de cdtodo sobre la capa die=
léctrica implica el uso de mdscaras o l4minas de cobertu-
ra que cubren las bandas aislantes y los mérgenes de las
zonas limitadas por las bendas., Por consiguiente, las por
clones ocubiertas por las mdscaras oitadas permanecen li-
bres de la capa de cdtodo conductora. Cuando se cortan los



condensadores & lo largo de las bandas aislantes, no
puede producirse ningin cortocircuito eléctrico entre
la capa de dnodo y la capa de cdtodo por dispersidn de
esta dltima, toda vez que esta capa no se halla presen

5 te en las bandas aislantes ni en la proximidad inmedig
ta de las mismas. El método deserito presenta un incon
veniente en el sentido de que han de utilizarse las mds
caras para disponer las pistas o bandas aislantes, asi
como para cubrirlas con la capa de cdtodo conductoras

10 La invencidn se basa en el reconocimien-
to del hecho de gque la presencia de pistas o bandas ais
lantes forma ya de por si una separacidn entre la capa
de 4dnodo y la capa de cdtodo de tal manera gque, cuando
se tortan los condensadores a lo largo de las bandes ais

15 lantes; cualquier dispersién de la capa de cdtodo produ~

cida por un dispositivo utilizado para efectuar el corte
no da origen a un cortocircuito eléetrico entre la capa
de dnodo y la capa de odtodo.,

La invencién tiene por objeto reducir al

20 minimo el uso de ldminas de cobertura.

A este respecto, la invencidn se caracte-
rize por el hecho &e que las zonas limitadas por las pig
tas o bandas de material aislante, as{ como las bandas prg
planente dichas, astdn cubiertas por la capa de cdtodo. Co

- 25 mo quiera que cualquier operacién y/o herramienta implica
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costos de fabricacién en serie, la invencidén ofrece la
ventaja de que no es necesario utilizar ninguna ldmina
de cobertura para depositar la capa de cdtodo,

A continuacidén se describird la invencidn

5 en detalle con referencia a un dibujo,
- Las figs. 1, 2, 3, 4 y 5 ilustran fases
sucesivas de un método preferido seglin la invencién;

la fig. 6 es una vista en sececidn de un
ébndensador bipolar estado sélido fabricado utilizando

10 un nétodo de acuerdo con la invencién.

la fig. 1 ilustra una base eléetricamen-
te conductora en forma de banda 1 -con preferencia de
aluminio- para la fabricacién simultdnea de condensado-
res eldetricos estado slido., Una caps de éxido 3, con-

15 sistente en 6xido de aluminlo, sme deposita sobre la ba=
se 1 y constltuye la capa dieldctrica del condensador,

En la fig, 2 se dispone un disefio preferen
temente rectangular (véase la fig. 3) de bandas 5 de mate
rial eléctricamente aislante, por ejemplo laca celulésica,

20 sobre la base 1 de la fig. 1, por encima de la capa de
éxido 3. Ia laca se imprime sobre la base 1 por medio de
un proceso de estampaeidén., Se deposita une capa semicon-
ductoraA7, con preferencia éxido de plomo, entre las ban
das 5 de manera normal, sin utilizar ldminas de cobértura.

25 : Para hacer que la capa 7 sea susceptible
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de establecer contacto eléetrico, la capa de Sxido de
plomo 7 se cubre, segin se muestra en la fig. 4, con
una capa coloidal de grafité 9. La capa de grafito 9
se cubre con una capa de plata 11, a la cual pueden sol
darse hilos de conexidén (no representados en la fig. 4).
La fig. 5 muestra un condensador indivi-
@ual 10 tras haber sido cortado utilizando medios norma
les, desde la base representade en la fig. 4 a lo largo
de las bandas 5, El aislamiento eléctrico entre la capa
de dnodo, la capa de base 1, por un lado, y la capa de
cdtodo, la capa de dxido de plomo 7, la capa de grafito
9y la oépa de plata 11, por otro lado, queda asegurado
por la benda de laca 5 presente.

El condensador bipolar 20 representado
en la fig, & comprende el miemo sistema de capas e cada
lado de lu base 1, particularmente de la clase prevista
uUnicamente sobre un lado de la base 1 en el condensador
polar 10 representado en la fig. 5.

Otra forma de realizacidn preferida com
preénde una capa de 6xido de manganeso como capa semicon
ductora en lugar de dxido de plomo., La capa de éxido de
manganeso se forma & partir de nitrato de manganeso me-
diante pirélisis. El proceso de pirdlisis se realiza a
una temperatura de aproximadamente 40090, Las bandas son
capaces de soportar elevadas temperaturas si estdn forma
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das por un tipo de laca resistente al calor, como por
ejemplo laca de silicio o por vidrio. Las bandas de vi
dério pueden disponerse sobre la base como sigue, Se de
posita polvo de vidrio sobre la base utilizando una té¢
nica de impresién con estarcido de seda. Tras el calen-
tamiento y fundicién del polvo, el vidrio forma bandas
eléctricamente aislantes sobre la base. Se hace prefe-
rentemente uso de tipos de vidrio que poseen una baja
temperatura de fusidén (por ejemplo, aproximadamente 4002C).
En lugar de usar aluminio para la base, puede utilizarse
como alternmativa un metal del grupo consistente en colum-
bio, tdntalo, titanio y hafnio. Es obvio que el diseflo
formado por las bandas no precisa ser rectangular, sino
que puede ser también en forma de rombo o circular. No hay
duda de que numerosas superficies de configuracién regular,
como polfgonos, son iddéneas para este fin, ‘
La presente solicitud, que corresponde a
la presentada en Holanda, el 1l de Octubre de 1974, bajo
el mimero T4 13380, se acoge & los beneficios del artfculo

51 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva,
que se presentan para que sean objeto de la presente
solicitud de Patente de Invencién en Espefia, por VEIN
TE afios, son los que se recogen en las reivindicaciones
siguientes:

12,~ Un método para fabricar un condensa
dor eléotrico de estado s6lido, que posee una capa de
dnodo que se forma utilizando una base de metal en for
ma de chapa, disponiéndose al menos en un lado de la mig
ma, sucesivamente, una capa dieléctrica, un disefio recu-~
rrente de pistas o bandas de material eléotricamente ais
lante que subdivide la bame en zonas regularmente dispues
tas, limitadas por las bandas, y unha capa de cdtodo eléc-
tricamente conductora, tras lo cual se corta un condensa-
dor desde la base con las capas presen%eé sobre la misma
segin un disefio que corresponde a las zonas limitadas por
las pistas ¢ bandas, caracterizado por el hecho de que la®
zonas limitadas por las bandas de material aislante, asi
como las bandas, se hallan cubiertas por la capa de cd-
todo,

2%,= Un método segin la reivindicacidn 18,
caracterizado por el hecho de que las bandas aislantes

se hacen de laca.
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32.~ Un método seglin la reivindicacifn

12, caracterizado por el hecho de que se deposita una
capa de 6xido de plomo sobre la capa dieléctrica.

48 .~ Un método seghn la reivindicacibn
12, caracterizado por el hecho de que se deposita una
capa de manganéso sobre la capa dieléctrica.

58,- Un método para fabricar un conden-
sador eléctrico de estado sblido.

Tal y como se ha descrito en la Memoria
que antecede, representado en los dibujos que se acom- °
pafian y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de ocho hojas escri-

tas a miquina por una sola cara.

Madrid, {1, MR1977
P.4A.
Alberto de Elzaburu
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